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【緒言】 10-3 S/cm 以上の高速 Li イオン伝導を示す LiBH4 薄膜は、薄膜型全固体電池の固体電解

質としての応用が期待される材料である[1, 2]。ただし、これまで報告されている LiBH4薄膜の表

面には数μm 程度の凹凸があり平坦性が低かった。そのため、電解質として使用した場合には、

電極との界面において強固な接合が得られず電池性能を低下させたり、電界集中によりショート

を引き起こしたりする可能性があった。この凹凸の原因は、基板との濡れ性が低いことによる膜

の島状成長にあることが、最近我々が行った調査によって明らかになった。そこで本研究では、

活性水素を用いて基板表面改質[3]を実施することにより、

島状成長を抑制し、LiBH4薄膜の平坦性を改善することを目

指した。 
【実験】 LiBH4 成膜は赤外レーザー蒸着法により真空チャ

ンバー内(背圧 1.0×10-8 Torr)でAl2O3(0001)基板上に行った。

基板表面改質は、550 ℃に加熱した基板表面に活性水素(1.0
×10-3 Torr)を 15 分間照射することで実施した。膜の結晶学

的評価は XRD、平坦性評価は AFM と光学顕微鏡、Li イオ

ン伝導率評価は交流インピーダンス測定にて行った。 
【結果】Fig. 1 には得られた膜の AFM 像を示す。膜表面は

非常に平坦であり島が見られなかったことから、基板表面

改質が有効であると確認された。領域全体の RMS 粗さは

41.2 nmであり、基板表面を改質せずに合成した膜の典型的

な RMS 粗さ 約 200 nm と比較すると大幅に平坦性が向上し

たことが示された。なお、膜表面には六角形を基本とする

パターンが表れており、LiBH4 のエピタキシャル成長が示

唆された。 
Fig.2には得られたLiBH4薄膜のXRD 2θ/θ回折パターン

を示す。LiBH4の(002)および(004)面と、基板、Cu保護層由

来の回折ピークのみが確認されたことから、基板改質を行

っても、従来報告されている膜と同じく c 軸配向性の単層

LiBH4 膜が得られると分かった。Fig.3 には得られた LiBH4

薄膜の伝導率を示す。LiBH4 の特徴である 120 ℃付近にお

ける構造相転移由来の伝導率の急激な上昇や、高温相での

10-3 S cm-1 を超える高いイオン伝導率が確認されたことか

ら、固体電解質としての応用に適した高品質な LiBH4 薄膜

が合成されたと分かった。 
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Fig. 1 An AFM image of a LiBH4 film 
grown on a surface modified substrate. 

Fig. 2 The XRD 2θ/θ diffraction 
pattern of a LiBH4 film. 

Fig.3 Arrhenius plot of a LiBH4 film. 
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